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PLATING NIR-ELEKTRIK TEMBAGA
MENGGUNAKAN HIPOFOSFIT SERAGAL
EDUKTOR

Fmvimidi

Labaraiorinm elekirnkimia Jurusan Kimda FMIPA Universiay Andalas
(EMveriia J0 Tt 1997 diperbaiki 30 Suni 1997, diterima 7 Suli J9U7)
INTISARI

letah dilakukan penclitian tentang plating mir-elektrik tembaga dengan
menggunakan hipotostin sebagai redukior Dart serangkaian  percobaan
diperolel  informasi teniang  kondisi yang  memberikan  laju  plating
maksimum dan permukaan lapisan vang baik. Disamping stu diamaiti adanya
hubungan liner antars aje deposisi den polensial campuran.

ABCTRACT

1t has been studied the eleciraless copper deposition with hypophosphate 1on
as a reducing apent, These measurements. pave information aboui the
maximum plating rate and the good deposit. In addition, it was abserved that
there is a cormelation between the plating rate and mix potential.

PENDAHULUAN

Perkembanpan mikroelektronik senantiasa ditunjang oleh perkembangan
tekmik pembuatan "printed circuit boerd” {PCB). Semus jenis kempurer,
telefon dan peratoran elekironik lainnyva mengaunaken komponen PCH ind
DYimasy depan seiring dengan kemajuan bidang elektroniks maka peran
wekatk pervbuztan PCE akan selalu semakin penting

Sclama 30 talwn terskhir, plating nir-efelirik 1embagy banyak
digunakan wnhik pembuatan PCB. Teknik piating nir-elekicik adalah susto
cara pelapizan yang dalam pelaksenaansys tanpa mengeunskan aros listrik
dart luar. Elektron yang diperlukan untuk mereduks: (deposisil jon logam
berasal dari suatn reduktor, Sekarang ni dalam pembuatan PCT, sebagai
redukior bansak dizunakan formaldehid. Olel karena formaldehid adalah

135



sugty senviwa yang hersifal racun bahkon didoga dapar menimbulkan
kanker sema dalam pelaksanaannva membutuhkon faruten dengen pH vang
tinpei {pl1 121 maka perlu dilakekan [w_:-nclhian unink mencart redukior lan
vang dapat menggantikan formaldehd ™.

Heberzpa reduktor yang ieleh divsulkan yang mungkin dapat
mengeantivan lormaldehid adalah hipofosiit. dimetil amina borana. asam
plioksil. hidmazin, dan bor hidrida. Akan tetap sampa: sekarang belusn
diternukan kondisi vang tepat sehingga dapat menggantikan formaldehid,
baik dari seg: kecepatan plating maupun kualitas |apisan tembaga vang
terhentuk

Proses plating nir-elektrik terdapat paeda suatu potensial vang terletak
antara potensial elektreda dari reaksi bagian katode dan anoda. Tergantung
apakah rechsi anode atan katoda yang menentukan potensial, maka potensial
campuran han bergeser ke arah anodik atay katodik™ ™.

Sehubungan dengan hal diatas dilakukan penclition mengena
kemungkinan reduktor ahernatif Dalam penelitian ini digenakan hipofosht
seliagai reduktor. Reaksi kimia uniuk deposisi nir-elektsik tembaga dengan
hipofosiit sebagai reduktor hanya terjadi pada permukasn Ratalitik, Qleh
karenn e depasisi hanva dapat terjudi bila sejumlah tertentu asam berat dan
nikel tendapat dalam baoatin”

BAR AN DAN METODA

Bahian dan Adlat

Bahan yang digunakan dalam pepclinan mi adaleh pelat tembagza substrat,
PACH sebags zat penpakuit, HNO;, dan larutan plating: CuS0,5H:0.
NiSC. 5150, asam borat, natrjum siteat, patrium hipofosfit. Alat vang
dipakai adalah termostat; alat-alat pelas, elekirada kalomel jenwh (5CE)
neraca ahalitik, pH meter, Mikroskope Scanning Elzkeron (SEM)

Metola

Mula-mulz pelat tembaga dibersihkan dengan memasukannye kedalam
HMNO, 10 % selama | menit dan kemnudian daktitkan kedalam laruten PACH,
0.1 % selama 1 menit. Subsirat kering ditimbaeng den dimasukkan kedalam
larutan plating nir-elektrik tembage, dengan Konsentrasi dasar masing-
masing adalah ;| CuS0,5H20 (0024 K, NiS0O. SHAO (0,002 M), asam
barat (4,5 50, natrium sitrat (0,032 M), natrivm hipofosfit (0,27 M) dan ph
07, Satelah substrat berada dalam larutas plating selama 15 menit lalu
dikeluarkan, Kemudian substrac tersebut dikeringkan dan ditimbang kembali
Laju reaksi dihitung dari perbedaan berat bahan schelum dan sesudal
pelapisan. Potensial campuran ditentukan dengan mengukur  potensial
selama proses deposisi berlangsung vang diukur terhadap SCE. Unuk
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menentukan pengaruh Konsentrasi terhadan laju deposist dan potensial
campuren maka konsentrasi komponen vang skan ditentukzn divarizsiban
sedanghan konsentrasi yang lzin seperti ditulis diatas. Hasil permukaan
plating kemudian difoin dengan SEM.

HASIL DAN DISKUSI

Gambar | memperlihatkan pengareh konsemrasi hipofosfi terhaday laju
deposisl dan prensial campuran. Pada Konsenteasi hipofosfit vang rendak
laju deposisi sanget keell. Pada perbar wingan mal antara hipofostit dan ion
tezmbags lehih besar dari 13 - 1. maka laju de cposiai nenjadi konszan, Hal ini
dapat dl1“rﬂl1'__==-.:ln berdasarkan bahwa ion hipofosfit bereaksi dengan 1on
tembiza bebas pada permukaan  katabiih. Oleh karena ity konsentrasi
reduktor hars lebih tinggi dibandingkan dergan ion tembaga.
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Gambar |, Pengaruh Konsentrasi ion hipefosnt terhadap Laju Depasis
Wd;:p'l dan Potensiz]l Camperan “'M F’:'

Drengan natknya konsentrasi tembaga laje deposisi menjadi besar
dan potensial campuran bergeser kearah negasit (Gambar 21 Terlibat talwa
dengan semakin tinggi laju deposisi, maka potensial bergeser ke arah negatid
aigu katodiz,

konsenirasi wn nikel sangal mempenparchl fajo depokisi. Rila
ronsentrast fon lembaga dikurings dan konsentrast ion nikel letag, make laju
deposist mengadi kecil. Aken tetapr gelembune hidrogen terbiiat pada
permukaan susbstral. Hal i menunjukan bahwa terbentubnva regks
samping sebagai bertkut;

HLPD, ¢ HO ——» HPO, + M,
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Bila konsentrasi jon tembaga dinaikkan dan hubungan ton nikel
terhadap ion tembaga febin kecil dari | : 18, maka sembaga terdeposisi hanya
samips permukaan paladiom. Dengan demikian dapar disimpulian bahwa
icn kel berfunusi sebasai karalis
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Gambar 2 Pengaruh Konsentrasi Tembuga terhadap Laju Depasisi I:1"'\-1-:.-1 :'
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Gambar 3. Penparph Koensentrasi Sitrat techadap Laju Deposisi f"r"dm-} dan
4

Potensial Campuran EMP]
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Malrium sicat sebegal pengompleks berperan untuk  mengika
sepumlaly don nikel dan tembaga dalam lareten. Denpan demikian larotan
plating mejedi stebi? Zan terjadinyva endapan tembaoa dan nikel ke dasar
witdah eken berkurang, Bila konsentrasi ion sitran Iebdh kecil darl 0.0052 w
(perbandingan moeler kensentrasi jon sitrat dan konsentrasi jon Jogen adalah
(2), maka tembapa diendapkan sebagar hidroksida. Pada konsentrasi ion
sitrat 0,005 M mulai terjadi deposisi temhags walaupun sehagian tembags
mengendap sebsgan hidroksida. Denpan naiknva Lonsentrasi jon sitras maka
faju depesisi semakin kecil dan potensial campuran semakin positif (Gambar
3).

Temperatur merupzkan faktor penting delam deposisi nir-slektrik
tembaga. Kenaikan temperany  mengakibatkan kenaikan laju deposisi
dengan pergeseran potensial campuran ke arsh nepatif,  Pada wemperatur 43
“Comulal tegjadi deposisi tembaga, walanpun lajunve kecil. Gamber 4
memperlilatkan Lelergantungan laju reaksi dan potensial campuran techada
temperatur. ‘
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Gambar 4. Fengaruh Temperatur terhadap Laju Deposisi (¥ o) dan
o

Potensinl Campuran 'ltEM]"‘]

lon OH sangat mempergarube leje deposisi tembega Gambar 5,
sehab pembentukan jon kempleks tembaga-sirat semakin koot dengarn
naiknya milai pH. Akan tetapi pads pH yang terlalu #inggi maka ion
kompieks tembags sulit diredukst, Pada pH di bawah 7.5 belum terjiedi
deposisl fembaga, sedangkan pada ol vang iebih tingel dari 17,5 terjadi
endapan didazar Jaretan. Qleh karena itn pH larotan harus dissur sehinppa
didapatkan harga veng paling aptimum,
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Campuran (E, ]

MH

Gambar 6. Fato SEM dari permukaan hasil plating nir-efekrik tembaga
dengan menggunakan hipofostit sehagai reduktor pada: (a) 35, dan (b} 63 .
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Lirmbar 6 a dan 6 b memperlihatkan forw SEM dari perrmukaan hasil
plating pada temperatur vang berbeda. Permukasn sctelah plating nir-elekirik
tembags dengan hipofosfit sebagai reduktor dengan naiknva temperatur
terlihar semakin banyvak kristal yang terbentuk. Hal ini berarts bahwa lapisan
tembapa semakin tebal,

KESIMPULAN

Lrari hasil penelitian vang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikur:

o Adanya hubungan linier antars laje deposist dan potensial CATIIFEN,
semakin tinggi e deposi deposisi maka potensial campuran bergeser ke
arah negatif, Jadi, potensial campuran dapat digunakan entuk mengontral
proscs plating nir-elekirik tembaga.

- Bendist yang memberikan laju makstmum adalah: CeSCy. SHO (0,022
M Nis0: SH:D (0002 M), asam borar (0,5 MY, natriem sitree (0,052
M. natrium bipofasiit (0,27 M), pH 8.5-9.5 dan temperatur 65 .
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